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1, WSTEP

Przedmiotem normy sa nazwy | okreslenia dotyczace mi-

krofalowych diod pétprzewodnikowych,

2, NAZWY | OKRES$LENIA

(2.1) mikrofalowa dioda detekcyjna - dioda pdtprzewod-

nikowa stutaca do detekcji sygnatéw b, w, cz.

(2.2) mikrofalowa dioda mieszajaca - dioda pétprzewod-

nikowa stuzgca do przemiany sygnatu b,w,cz, i sygnatu

oscylatrra lokalnego na sygnaty posrednich czestotliwosci,

(2.3) mikrofalowa dioda parametryczna -~ dioda péiprze-

wodnikowa o zmiennej pojemnosci przeznaczona do pracy
przy matych sygnatach we wzmachiaczach parametrycznych

o matych szumach,

(2.4) mikrofalowa dioda powielajaca - dioda péiprze-

wodnikowa przeznaczona do powielania czestotliwos$ci syg-
natu b, w, cz. przez wykorzystanie nieliniowoéci charakte-

rystyki pojemnosciowo-napigciowej,

(2.5) mikrofalowa dioda przestrajajaca - dioda pdt-

przewodnikowa o okreélonej charakterystyce pojemnoscio-
wo-napigciowej charakteryzujaca sie czestotliwosciag re-

zonansowa znacznie wigksza od czestotliwosci pracy,

(2,6) mikrofalowa dioda przetaczajaca - dioda péiprze-

wodnikowa wykazujaca efekt szybkiego przechodzenia ze
stanu dutej impedanc]i do stanu matej rezystancji i od-
wrotnie w zaleznosci od warunkéw polaryzacji, w zwiazku
z czym dioda reprezentuje w zakresie b.w,cz, odpowied=-
nio duza lub matg impedancje, powodujac przenoszenie iub

przerwanie syghatu b, w, cz,

(2, 7) mikrofalowa dioda ograniczajaca - dioda potprze-

wodnikowa wykazujaca efekt szybkiego przechodzenia ze
stanu duzej impedancji do stanu matej rezystancji | od-

wrotnie w zaleznosci od mocy sygnatu dochoedzacego do

diody, w zwigzku z czym dioda reprezentuje w zakresie

b.w. cz. dufa lub mata impedancje, powodujgc ogranicze-

nie lub sttumienie nieoczekiwane] energii b, w, cz,

(2,8) mikrofalowa dioda generacyjna — dioda potprze-

wodnikowa charakteryzujaca sig ujemna rezystancja wyj$-

ciowa w zakresie b, w, cz.

(2.9) mikrofalowa dioda !awinowa - dioda potprzewod=

nikowa charakteryzujaca sig ujemna dynamicznga rezystan-—
cja wyjsciowa w zakresie b, w, cz, zwigzanych 2z czasem
przelotu przez warstwe zubozona powielonych lawinowo
noénikdéw,

(2,10) dioda Gunna - element péiprzewodnikowy,w kté-

rym w wyniku zjawiska Gunna istnieje ujemna przewodnosé

rézniczkowa,

(2.11) napiecie progowe (diody Gunna) [U - naj-

(PO)]

mniejsza wartosé napiecia przewodzenia, dla ktérej prze-

wodnoéé rézniczkowa jest réwna zero (wg rysunku),

Ik

oy

Charakterystyka napieciowo-pradowa diody Gunna

2.12) dopu In fali ciagtej b, w,cz, (P
(2.12) puszczalna moc fali ciagtej b, w, cz (CWM)

b sy 5 . ; x
- najwieksza d¥puszczalna wartosé mocy fali ciagtej b, w

cz. doprowadzona-do diody,
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2.13) dopuszczalna moc impulsowa b, w, cz. (P
(2.13) dop 2 a Ferpa?

- najwigksza dopuszczalna moc impulséw b, w,cz, o o~

kreslone] diugosci i wspdtczynniku wypeinienia doprowa-

dzona do diody.

(2.14) catkowita moc rozproszona (P

ot } — najwigksza

dopuszczalna moc tracona na diodzie podczas pracy ciagte].

(2.15) catkowita impulsowa moc rozproszona (PP) a

najwigeksza dopuszczalna warto$¢ mocy impulséw o okres-
lonej dtugosci | wspdtczynniku wypetnienia tracona na dio-

dzie,

(2.16) poziom mocy ograniczonej (P“m ) = moc sygnatu
b.w. cz., przy ktérej zmiana impedancji diody w linii prze-

sytowej osiaga okreslong wartosc.

{(2,17) moc wyjéciowa (PO) - moc sygnatu b, w, cz. ge-~

nerowana przez diode (dotyczy diod generacyjnych).

(2.18) dopuszczalna energia pojedynczego impulsu (WM)

- najwieksza dopuszczalna wartoé¢ energii .pojedynczego

impulsu o okresionej diugosci doprowadzonego do diody
nie powodujaca zmiany parametréw diody,
(2,19, energia impulsu niszczacego (WB ) - wartosé

energii impulsu o okreslonej diugosci doprowadzonego do

diody powodujaca okreslona zmiang jej parametrow,

(2.20) pojemnosé catkowita (Ctot) - pojemnos$é miedzy

elektrodami diody.

(2.21) pojemnoéé ztacza diody (CJ-) - pojemno$é obsza-

ru tadunku przestrzennego ztacza diody.

(2.22) wspbtczynnik nieliniowoéci charakterystyki po-

jemnosciowe] (y) - wspdtczynnik wystepujacy we wzorze

5 b4
= R ¥
C;=k(Uy u,)
w ktérym:
k - wspétczynnik proporcjonalnosci,

UB - potencjat dyfuzyjny.

(2.23) impedancja przy czestotliwoéci posrednie] <zif)

- impedancja wyjSciowa diody przy czestotliwoéci poséred-

niej pracujacej w uktadzie mieszacza.

(2.24) rezystancja przewodzenia (rF ) = rezystancja

diody dla b, w, cz.

(_g. 25) rezystancja zaporowa (rR ) - rezystancja diody

dla b, w. cz,

(2.26) catkowita szeregowa rezystancja zastepcza (r.)
S

~ sktadowa rzeczywista impedancji diody.

(2.27) straty przemiany (L. ) ~ stosunek mocy sygnatu

b, w,cz. na wejsciu diody do mocy sygnatu wyjsciowego

przy czestotliwosci posrednie] w okresélonych warunkach

pracy.

(2.28) $redni wspdtezynnik szuméw wielowrotnika (F)
- stosunek catkowite] mocy wyjsciowej szuméw w pasmie
czestotliwosci przenoszonych do wyjscia, jeZeli tempera-
tura szuméw wszystkich wrét wejéciowych wielowrotnika
jest réwna temperaturze odnieslenia na wszystkich cze-
stotliwosciach, na ktérych generowane sa szumy wchodza-
ce w sktad szuméw na wyjéciu do tej czeséci tych szuméw,
ktéra spowodowana jest szumem wejécia sygnatowego w

pasmie czestotliwosci tego wejscia.

(2.29) catkowity $redni wspbétczynnik szuméw (Fo ) =
Sredni wspdtczynnik szumédw mieszacza | wzmacniacza

p.cz., potaczonych szeregowo,

wspdtczynnik
(F, ) -

mieszajace]

(2.30) znormalizowany catkowity $redni

szumdw diody mieszajacej i wzmachiacza p, cz.

catkowity $redni wspdtczynnik szumdw diody
i wzmacniacza p,cz., jesli wspdtczynnik szuméw wzmac-
niacza p.cz. ma znormalizowang wartos¢ 1,5 dB, a pasmo
przenoszenia wzmachiacza p, cz, jest dostatecznie weZzsze
niZ pasmo mieszacza, tak aby straty przemiany mieszacza
uwazane za

i wyjéciowa temperatura szuméw mogty by¢é

stafe w catym pasmie p,cz,

(2,31) wyjsciowa liczba szumowa (N, ) - stosunek tem-

peratury szumowej wrét wyjéciowych do temperatury szu-
mu odniesieria T, jesli temperatura szuméw wszystkich
wr6t wejsciowych jest szumowa temperatura odniesienia To
na wszystkich czestotliwosciach, na ktérych generowane

sa szumy wchodzace w sktad szumu wyjSciowego,

(2.32) temperatura szumowa (T, ) - réwnomierna tem-

peratura w K, w ktérej musiatby sig znajdowad uktad
bier;wy i jego #rédto (jeéli jest on wielowrotnikiem), aby
dostarczaé takiej samej mocy dysponowanej szumdéw na
jednostke pasma czestotliwosci przy danej czestotliwosci

jakie] dostarcza uktad badany.

(2.33) wspétczynnik fali stojacej ( detektora, mieszacza)

(SV) - stosunek maksymalne] do minimalnej wartoséci na-
pigcia w linii przesytowej b, w, cz. obcigzonej odpowiednia

gtowica z dioda w okreslonych warunkach,

(2,34) czutoéé pradowa (f) - stosunek przyrostu pra-

du wyprostowanego diody spowodowanego przytozonym syg-

natem b,w.cz. do mocy tege sygnatu w warunkach zwarcia.

(2.35) wspdtczynnik jakosci diody (M) = uogéiniony

parametr charakteryzujacy odbiornik tacznie z diodg de-

tekcyjna definiowany za pomoca wzoru

B
M= T

‘I/NrrT+ RN

w ktérym:
R N~ rowhnowazna szumowo rezystancja wzmachiacza wi=
zyjnego, przyjmowana 1 k{,

TT - rezystancja dynamiczna w punkcie pracy.
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czestotliwosé

(2,36) czestotliwosé graniczna (f.r) -

definiowana za pomocg wzoru

]
e ey —
T

ZnCJ-I/rFrR'

-

(2,37) czestotliwoéé odciecia (fvo) - czestotliwosé de-

finiowana za pomoca.wzoru

feo= 3=
¢ )
0 ZnC] Ts

(2.38) czestotliwo$é generacji (fo) - czestotliwosé fali

b.w, cz. generowanej przez diode w okreslonych warunkach,

(2.39) sprawnoéé (1) - stosunek warto$ci mocy b, w. cz.

na wyjsciu diody do mocy wejSciowe].

(2,40) czas 2ycia noénikéw mniejszo$ciowych W oy J

- przedziat czasu od momentu wytaczenia diody do chwili,
gdy napigcie na diodzie zmniejszy sie e-krotnie, mierzony

w okreslonych warunkach zasilania.

(2.41) pozostate nazwy i okreélenia — wg PN-72/T-01500/0

i01,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca horme - Instytut Technologii

Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Poét-

przewodnikéw, Warszawa, Al. Lotnikéw 32/46,

2, Normy zwiazane

PN-72/T-01500/00 Elementy pdtprzewodnikowe, Nazwy i
okresélenia
PN-72/T-01500/01 Diody.

Elementy pdbtprzewodnikowe.

Nazwy i okreslenia

3. Zalecenia miedzynarodowe

IEC 47/Central Office/546 Nomenclature, definitions and

letter symbols. Definitions for microwave diodes =
norma zgodna.

IEC 47/Central Office/602 Nomenclature, definitions and

letter symbols. Noise terms, definitions and letter

symbols - norma zgodna.

4, Autorzy projektu normy - mgr inz, Andrzej Uszynski,

mgr inZz. Jan Parafianowicz, mgr inZ, Antoni Niedzwiecki,
mgr inz, Aleksander Krzyzanowski, inz, Bogustaw Wojcie=
chowski, doc. dr hab. Andrzej Jeleriski, dr inZ. Jacek
Twarowski = Instytut Technologii Elekironowej przy Nau=-

kowo-Produkcy jnym Centrum Péiprzewodnikdw,

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY NAZW
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